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El presente invenfo tiene por’objeto pfopoz

cionar un circuito de memoria de estado sblido para mOltiples

aplicaciones, pero de inmediata aplicacibén en centrales te-
, ,

lefdnicas, agrupando varias c&lulas, para memorizar las ci=-

"fras de marcado codificados en cualquiera de los cbddigos

usuales en telefonia. Sustituye con ventaja por su mayor
proteccidn frente al ruidd y fiabilidad, a los ciréuitos de
memoria a base de relés utilizados hasta el presente con idén
tico fin.

Estos circuitos de meqdria a base de relés
son unos dispositivos electromecénicos coqsistentes en un
grupo de relés, bien de tipo convencional o bien formados
por un grupo de.bobinas con su correspondiente juego de con-
tactos encerrados en ampéllas de vidrio.

Por lo'gehéral, todo él conjunto esti mon-
tado sobre una placa de circuito impreso que se fija adecua-
damente al resto del equipo Yy que incluye log terminales de

salida. Las exigencias eléctricas mis importantes son las

derivadas de. utilizar los mismos puncos para la entrada y

salida de seflal. Se actfian por’ia presencia de un potencial
en los puntos de entrada y, en ausencia de eéte potencial
el relé estid normalmente en estado de reposo.

Los principales incohvenientes que presen—
tan los circuitos de memoria ‘actuales son deﬁﬁdos més a~su
fiabilidad"que a su constitucidn.

En primer lugar, son dispositivos muy fré-
giles desde el punto de vista mecénico, produciéndo#eifécil-
menﬁ? su desajuste, bien por alteracidn de las condiciones

de trabajo de los relés electromeclnicos o por rotura de

las ampollas de vidrio en las manipulaciones y operaciones

?
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2.
de ensamble, por mucﬁo cuidado que se ponga en su réaliza-
cidn, debide a tensiones residuales.

‘ Otro aspecto negativo de la utilizaciép de
los actuales circuitos de;memoria con re%és, son las precau-
ciones que hay que adoptar para su colo;acién en el resto
del equipo, pues son fhcilmente influenciables por los
campos electromaénéticos externos al dispositivo, sobre to-
do en caso de contactos bajo ampollas de_vidrio, lo que ha-
ce necesario un replanteo muy cuidadoso de su situacidn o
blen utilizar pantallas adecuadas. '

El nuevo circuito de memoria de estado  sb-
lido que se propone, por ser totalmente electrénico, mejora
la fiabilidad de 1os‘circuitos electromecénicos a los que
sustituye, es inmune a las influencias electromagnéticas
exteriores, sus costes de fabricacibn son inferiores y uti-
liza componentes existentes en el mercado.

El nuevo circuito de memoria de estado sé-
lido funcionando como memorizador de lasvcifras de marcado
codificadas, cunple con los siguientes requisitos:

‘ l.- La carga y lectura se efectia en el mis
. ) mo punto. |
2.=- Cada elemento de memoria debeé tener un
‘punto de salida adicional (E), en el
que aparezca un potencial de tierra
en ei momento en que se quita el de
carga.

3.= Impulsos positivos o negativos de CC ‘

‘aplicados en la entrada, o ruido en la
alimentacidén, no deben cargar el elemen

to de memoria, o descargarlo si lo es~
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3.

. taba, a menos que tengan una duracién
minima prefijada.

La célula bésica es la representada en la
Fig. 1. ) -

En reposo no conducen niﬁguno de los dos
transistores y el circuito no consume mds corriente que la
de fugas, que se puede considerar despreciable.

Si se aplica tierra en ei punto A, la éo—
rriente por R2, gue atraviesa la unién base~emisor de T1,
satura a Tl, por lo que circula otra cqrriente por R3 y la
unidén base-emisor de T2. Esta iltima tienQe a llevar a T2
; la saturacibn, pero mientraé no deraparezca la tierra del
punto A, T2 no éuede conducir y no circula corriente porxr
R4 (T2 tienme tierra en eﬁisor y colector).

Cuando se guita la tierra del punto A, T2
mantiene la corriente de base de Tl y éste a su vez, la de
T2, por lo que elsistema se quéda tenclavado®.

Al estar.Tz saturado, aparece tierra en su
colector, que'se aplica} a t;avés de R4, al mismo punto A.

De este modo, RB_fija la corriente de co=
lector de Tl al valor adecuado ¥y polariza la base de T2.

R2 poiari?a la base de Tl.

Rk limita la corriente méxima que se puede
extraer de la célula y protege a T2 contra breves cortocir-
cuitos entre el punto A y bateria.

Si se desea que aparezeé tierr; en un pun?o
adicional que sirva de control cuando se quita la de carga,
se aprovecha 15 circunstancia de que T2 no conduce mientras
haya tierra en el punto A. Para ello, se %ﬁade un tercer
transistor T} ¥y, en algunos casos, un diodo Dl‘Fig. 2 si,

; .
. . . N
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5,

debido al montaje, por este punto (colector de T3) pudiéran
aparecer sefales interferentes procedentes de circuitos ex-
teriores.

Mientraslpermanezca la ftierra de carga, T2
no conduce y no circula corriente por la unidn base~emisor
de T3.

Cuando desaparece la tierra de Earga en el
punto A, la cor?iente que circula por T2, unidn base-emisor
de T3, R4, R2 y unibn base-emisor de Tl, satura T3 y hace
aparecer la tierra del emisor de T2 an el punto E.

La proteccidén contra el ruido (impulsos po-
sitivos o negativos de CC de corta daracién aplicados a la
entrada del elemento de memoria o breves interrupciones de
la alimentacidn), se logéa afiadiendo R1, ClL y Z1 con lo que
el circuito queda como se muestra en la Fig. 3.

El diodo Zener Zl1l asegura que no circula
corriente por la unibén base-emisor de Tl excepto cuando la
tensibén en los extremos dél condensador Cl supere cierto
valor prefijado.

Al aplicar la tierra de carga en el punto
A, C1 comienza a cargarse a través de R2 y sblo superari el
valor fijado, dando comienzo a la conduccidn de Tl, al cabo
de un tiempo preestablecido.

Si antes de este momento, la tierra del pun
to A desaparéce (comq ocurre en el caso de que fuera un im-
pulso de ruido) ClL se descarga a través de Rl + R2 en un l
tiempo que depende de la constante de tiempo del circuito.

En el caso de que una vez cebado el ele~
mento falle la alimentacidn durante intervalos muy cortos
(ruido en la alimentacibdn) Cl se encarga de originar de nuevo

4
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el cebado al restaurarse la alimentacidn debido a la carga
residual de C» y a la capacidad parésita base-colector de
Tl. (Si el circuito de memoria estéd descargado, la carga
de la capacidad parédsita ﬁase-colector d€ T1 no afecta,
al no elevar lo suficiente el potencial de Cl).

Tambien se ha incorporado un nuevo
diodo Zener, el Z2 de la Fig. 4. Su misidn es evitar Que
conduzca T2, aim con tierra puesta en el punto A, cuando
ésta tierra sea resistiva. Cuéndo se vaya a leer la me-
moria, este diodo se pome en cortocircq}to por una tierra
que aparece en el punto F. ]

A partir de la cé&lula bhsica de la Fig. 1,
se ha ido por pésos sucesivos afladiendo nuevos elementos
y justificando su misi6nfen el circuito'hasta llegar a la
Fig. 4 que es la c&lula m&s completa, no obstante, dicha
Fig. & no es limitativa por cuanto en algunas aplicaciones
puede no ser_negeéariﬁ la utilizacidn de todas las carac-
teristicas que el circuité completo proporciona, pudiefi-
dose entonces acudir a circuitos més simplificados como
los que se muestran en las Figs. 5,6, 7, 8, 9 v 10 que
quedan igualmente dentro del alcance del presente invento.

Como antes se ha dicho, una de las aplica=-
ciones inmediatas del presente invento es como circuito de
memoria de las cifras de marcado codificadas en centrales
telefbnicas. En esta utilizacidn, debe cumplir fielmente
los requisitos 1, 2 y 3 establecidos anteriormente vy, dé. .
hecho, los cumple, como veremos a continuacidn:

La carga y lectura de efectla siempre pox

el punto A5 (requisito del puntoil)

El transistor T3 y el diodo asociado D1

b

t
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6.

proporcionan el punto de tierra adicional
(requisito del punto.2).

Los elementos RI1, R2, Cl y Zl proporcionan
la proteccidn contra impulsos positives o

negativos de CC de corta duracibn aplicados

a la entrada del elemento de memoria, o bre-

ves interrupciones de la alimentacidn (re-

quisito del punto 3).

En la fig. 11 esté representada a titulo
de ejemplo, una de las formas preferidas de montaje que se
pueden dar al circuito de memoria de estado sblido. En esta
disposicidn el circuito estf montado sobre una placa de
circuito impreso (a) equipada con un conector macho (b).
Seria igualmente v&lido éualquier otro tipo de montaje p.e.
utilizando contactosrde borde de placa, terminales atorni-
llados, cableado convencional, conexiones arrolladas etc.

En la préética-el circuito de memoria de
estado sélido est& formado por.ei agrupamiento de wvarias
células basicas como la descrita, dispuestas seghln la fig.
12, de tal forma. que al llevar una ‘masa (o tierra) a cual-
quiera ae los puntos de entrada'(A), (Ar), (An), & (ant),
hace que el transistor de entrada (T1), (T1t'), (T") &

{(T") correspondiente se satura, con lo que tiende a satu-
rar al transistor auxiliar (T2), (T2'), (T"), & (T2"') aso-
ciado, pero esto no-ocurre hasta qué desaparece la tierra

del punto de entrada (A), (A'), (A"), & A™) de que se

" trate con lo que el transistor T2 correspondiente, mantiene

la corriente de base de su Tl, y este, a su iez, la del T2
asociado, con lo que el circuito queda "enclavado'.
Por lo gemeral, en las centrales actualmente

3
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7.

en uso, las cifras de marcado se codifican en uno cuale-
quiera de los cédigos "B" § "C" (fig. 13).

Ambos cbdigos se caracterizan porque al
menos uno de los dos bits reflejados en Yos dos ﬁérrafos
siguientes (ver fig. 13) se utilizan en cualquier cifra
a memorizar.,.

Para el c6§igo B, siempre se utiliza el
bit A' & &1 AMI,

Para el cbdigo C, siempre se utiliza el
bit A 5 Bl A,

Partiendo de ias'premisas anteriores, sblo
serfia necesario para obtener la seflal de control en el pun-
to E (tierra cuando se quitan las de carga) utilizar el cir-
cuito completo en los biés A, A', A", dejando el A" con so-
lo los transistores Tl y T2,

Por razones de espacio, en la placa de cir-
cuito impreso de la fealizaci6n preferida (Fig. 11 y circui=
to segln Fig. 12),_5610 se montan dos células con Tl y T2
y T3, ¥y las otras dos con Tl y T2 solamente. Esﬁo obliga a
tener que eféc%uar unas puentes sobire la placa de circuito
impresé, seghn el tipo de cddigo ; utilizar. Las lineas
de puntos indican los ﬁﬁentes a realizar cuando se utilice
el cbdigo B y las lineas lignas entre los puntos 1l-2 y 3-k
para el cbddigo C. '

' Asimismo sg'honta solamente un diodo Zener
Z2, comin para.todas las células, cuya funcibén se ha expli-

cado anteriormente y que solamente est& justificado cuando

el puesto de operadora esté tan alejado de la central, que
la longitud del bucle suponga una tierra resistiva.' *

Quedan dentro del alcance del presente in-

P, .- .

t
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vento los circuitos similares utilizados con otros tipos de
transistores (PNP por NPN o viceversa etc.) ¥ los obligados

cambios en diodos y/o condensadores. .

~



i Los puntos que se consideran propios
¥ nuevos para que sean objeto de patente en Espafia por 20
afios son los siguieﬁtes: ' S
5 | 1.- Circuito de memoria de estado sé-
lido, caracterizado porque la escritura y lectura se efectuan
en el mismo punto, porque tiepe un punto de salida adicional
.en que aparece un potencial de'tierra,cuando se quita el de
carga, Yy porque es insensible a impulsos positivos y negati-
10 vos de CC aplicados a la entrada del elemento de memoria y
a interrupcién de la alimentacidn, a ménos que tengan una
duracidn minima prefijada, siendo inmune ; cualquier influen-
cia mecénica o électromagnética exterior.
2.- Circuito de memoria de estado sblido
15 como en la reivindicacidén 1, caractefizado porque dicho cir-
cuit; estd constituido por un punto de entrada y salida (A);
las resistencias R1, R2, R3 y Ri4; los transistores Tl, T2
y T3; el condensador Cl; los diodos Zener Z1 Y Z2; el diodo
DL ¥ los puntos de cmntrol (E) Y (F), conectado todo ello
20 de la siguiente manera: -
Rl estd conectada entre el punto A y bateria.
R2 est4d conectada entre el punto A y el punto comin a Z1 ¥y
cl, :
R3 esté conectada entre el colector de Tl y la base de T2;
25 Rt estd conectada entre el punto A y la base de T3;
T1 tiene su base conectada al otro extremo de Zl, el emisor
'
a bateria y el colector a R3;
T2 tiene su base conectada a R3, el emisor a Z2 y al punto
de control (F), y el colector al emiéor de T3;

su base conectada a R4, el emisor al colector de

7
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T2, y el colector a D1;

Cl est& conectado entre el punto comln de R2 y Zl1, y bateria,
21 estd conectado entre el punto com@n de R2 y Cl, ¥ la base

de Tly -

722 estd conectado entre el emisor de Té y el punto de control
(F), y tierra; .

D1 estd conectado entre el colector de T3 y el punto de con-

trol (E),

3.- Circuito de memoria de estado sblido,
como en las reivindicaciones l.y 2, caracterizado porgue R2
polariza la base del transistor Tl; R3 fija la corriente del
colector de Tl a un valor adecuado y polariza la base de T2,
R4 limita la corriente méxima que se puede extraer del cir-
cuito de memoria y proteée a T2 y T3 contra breves cortocir=-
cuitos entre el punto A y bateria; los transistores Tl y T2
memorizan la condicién introducida en el punto A, el tran=
sistor T3 permite la aparicidn de una tierra en el punto
E cuando se quita la tierra del carga (punto A); el con-
junto Rl-Rz;Cl-Zl~es de proteccidn frente al ruido exterior
y al ruido de alimentacidén; Z2 previene la.aparicién de tie-
rra en el punto E antes de haber sido quitada la tierra del
punto A si esté es resistiva, y D1 es un elemento dc¢ pro-
teccidn que evita el retorno de corriente entre distintos
circuitos de memoria cuando el punto ¥ es comin a varios
de ellos.

k,« Circuito de memoria de estado sblido,
como en las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado porgque
se han suprimido los elementos R1, R4, T3, DL y Z2 y el

punto F, (Fig. 5).

30 . 5= Circuito de memoria de estado sdlido
:§§ \ . ; L )
. o _ .
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como en las reivindicaciones 2 y—3, caracterizado porque
se han supsimido los elementos RQ,-Rl ¥y Z32 y el punto F
(Fig. 6).
6.~ Circuito de memoria de estado sdli-
5 do, como en las reivindicacionés 2 y 3, caracterizado porque
se han suprimido los elementos R4, T3, D1 y Z2 y el punto F,
(Fig. 7).
7.~ Circuito de memoria de estado séli-
do, como en las reivindicaciones 2 y 3, caractefizado porque
10 se han suprimido los elementos RL y Z2 y el punto F (Fig. 8).
8.- Circuito de memoria de estado sbélido
como en las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado porque se
han suprimido los elementos Rl, T3, D1 y 22 y el punto F
(Fig. 9).
15 ) 9.~ CGircuito de memoria de estado sb-
lido, como en las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado por-
que se han suprimido los elementos Rl y Z2 y el punto F
(Fig. 10). |
lOf- Circéito de memoria de estado sblido
20 segiin las reivindicaciones 1, 2 y 3 caracterizado porque
formando un agrupamiento de varias células (Fig} 12) almacena
y memoriza las cifras de marcado codificadas en centrales
telefbébnicas seghn cbédigos B 6 C.
11.- Circuito de memoria de estado sblido
25 'segln la reivindicacidn anterior caracterizado porque para
tener la tierra adicional de control basta con que ésta sea
proporcionada por una sola de las dos células que conjunta
o alternativamente entran obligatoriamente en trabajo en

los cbdigos B 6 C.
%g§:§§§:—- 12.- Circuito de memoria de estado s6lido
“ > ) 2 L= - ) . :
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segln las reivimdicaciones 10 7y 1l caracterizado porgue median-
te puentes acecuados puede trabajar en cddigos B 6 C no sien-

do necesario el uso del transistor T3, mds que en dos células .

solamente, obteniéndose siempre al menos una tierra adicional

"de control,

13.~ Circuito de memoria de estado sblido.
Tal y cémo se ha descrito en la memoria
que antecede, representado en los dibujos que se acompafian
Yy & los fines especificados.
Esta memoria consta de dope hojas escritas

por una sola cara.

Madrid, [ 5 MAYO1S7/

FUSH ot
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Beorstario Gaueral
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